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2006 年、武貞、西畑らにより、KTaO3に X 線を照射による、電気容量 C や損失係数 D の増大現象とメモ
リー効果が報告された[1]。メモリー効果とは、試料に X 線を照射した後、一度照射を止めると、C や D は X
線照射前の値に戻り、再度照射すると、X 線照射を止める直前の値に瞬時に回復するという現象である。2015
年、中西が、この誘電異常について詳細に測定を行い、そのメカニズムを、X 線照射により、格子欠陥が生成
























τは平均緩和時間、βはτの分布の広がりを表す。 0≦β≦1 で、0 に近いほどτの分布が広がることを示
す。A,Bは定数であり、Aは、X 線照射を止める直前の Cの値、B は X 線照射前の Cの値で固定した。その




また、今回、SrTiO3についても、X 線照射による電気容量 Cや損失係数 Dの変化を測定した。結果、KTaO3
と同様に、Cも Dも、X 線照射とともに増大し、メモリー効果も示すことが明らかとなった。 
 
図 1.KTaO3の C の X 線 OFF 部分のフィッティング結果 
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